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OEM: Texas Instruments Transistor BU106 Datasheet

BU106
NPN-Silizium-Leistungstransistor
Entwickelt fir Fernsehanwendungen
Mechanische Daten
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Alle Abmessungen nach JEDEC TO-3, Der Kollektor ist mit dem Gehiuse elektrisch verbunden.
Absolute Grenzwerte
Kollektor-Emitter-Spannung (0 = Upg = —8Y) 35V
Emitter-Basis-Spannung 8V
Kollektor-Spitzenstrom 5A
Basis-Spitzenstrom 3 A
Gehéusetemperatur (Anwendung siehe Bem. 1) 100 °C
Elektrische Kennwerte
loes Kollektor-Emitter-Raststrom Upg =0, Uge =325V (Bem.2) = 50 mA
lEBo Emitter-Basis-Reststrom Ugp=8V, Ilg=0 = 10 mA

Arbeitskennwerte

Impulstest mit Ig = 4 A, |pgginy = 0.5 A, lp(ausy = 1,0 A (Bem, 1)

Upgpaty Hollektor-Basis-Sattigungsspannung =15V
Ucrsaty  Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung =5 Y
te Abfallzeit des Kollektorstroms = lus
1s Speicherzeit = 3ps
Bemerkungen:

1. Fir Anwendungen in Horizontal-Ablenk-Endstufen.
2. mpulstest; Tastverhaltnis =< 29%.
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